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ت مارش  ان از  ساب د و  ودن او عا وران از  ت   دی را داو ان از ادای  پاس  وان و تلا و  ی 

ده ما د.  ق او  شا د کار ژرف ا ی را   ی ،دا ک  و را  د  ذات  د ر وا و  وم   یای ع واصان  ت    .د و د
ه  / بلا ج ا )١(  

ن دون   ل ا ود  یانت ر  ن  ای  ن،  ا ز  یاری  پاس ان   .دون یاری   وچک ای ش 
ای ت  ن   ا ا  ا ی   د.ا رسا د د  ه  ود  ما    ز 

ی ود لازم  دا   ی  ا ما م. را د یاوری   ر  ی د ناب آ د  تاد ار م از ا واره  دا شان  د ا رز ی 
ن  دون ا ن   کلات  ه  یانراهشای  ود  ر  ی د ناب آ رم  د  ن از اسا ت.  ر  وده  عی   ای و د دا

ن  ور  داوری  ارم.  یاندی  پاس د  ذ   را 
ق دی   ان  د  ر  ی د ناب آ ی  ا تاد  ی ،از ا ما ده را رز اوان دارم. ی  د   ود را    ای 

ی ما ی ا   و  از را گاه  ع دا ی  ار گاه  م  آزما و تان  ری دو دس   ر  ی  ناب آ وص   
ت  و ان آرزوی  ن  مام ا ای  ی را دارم و  دردا ل  و د  ود ق یاری  رد ان  ا   ی زاده   و د  و

  دارم.
م   ادا وا هی  واده از ای  و م ام خا ه با ما م دا م    در و ما  ی ی   . از  د ی ز یار و یاوری 
ت وده م دا ن  ارم. ای  پاس ھا  ی  د  ق  گاه  ا ن  ن ا ما آ یدون  د    م  از  .ر ان  وا



ن و واره م. ، د مما دل  وق     یار 
ھا از  ناوری  ه  و ه  ات  و تاد و خا قات  یان ان، و   جام ان  ی  ا ما ما ل     د

ون ان  ر روز ا ارم و  دم. اپاس را آرزو



 

 

  چكيده
بخش  چرا كه ،هايي وجود دارد محدوديت امروزه براي اختصاص باند فركانسي به كاربران جديد
كوچكي از آن به  ي و تنها محدوده است وسيعي از طيف فركانسي توسط كاربران قبلي اشغال شده

استفاده از . اند ه. براي رفع اين مشكل راديوهاي شناختگر معرفي شدخاصي اختصاص نيافته استكاربر 
ي طيف  راديوهاي شناختگر در يك گيرنده به معناي توانايي گيرنده در يافتن بخش بدون استفاده

مدارهاي طراحي شده  ده كند.فركانسي است تا بتواند در غياب كاربر اصلي، از آن بخش طيف استفا
هاي  يكي از بخشرا داشته باشند.  MHz-10 GHz 50 ي براي اين راديوها بايد توانايي پوشش محدوده

به تنهايي  ساز نوساناصلي اين راديوها توليد فركانس در اين محدوده است. روشن است كه يك 
ي  كنندهين طراحي ساختارهاي سنتز. بنابراي وسيع را ندارد قابليت توليد فركانس در اين محدوده
  هاي راديوي شناختگر است.  فركانس از مهمترين نيازهاي سيستم

ي فركانس جديدي با استفاده از يك سلف ارائه شده است  نامه ساختار سنتزكننده پاياندر اين 
 باشد. ميبراي كاربرد راديوي شناختگر را دارا  GHz 10-1.75 ي  محدودهكه قابليت توليد فركانس در 

ي  كند كه بازه ي اصلي استفاده مي به عنوان هسته Class-C LC-VCOاين ساختار از يك مدار 
 ساز حلقوي قفل شده با تزريق سيگنال نوسان دهد. يك مدار را پوشش مي GHz 10.5-7فركانسي 
(ILRO)  دو طبقه براي توليد سيگنال متعامد از خروجي تفاضليVCO ين پيشنهاد شده است. در ا

اند  جديد پيشنهاد شده (ILFD) ي فركانسي قفل شده با تزريق سيگنال كننده تقسيم نامه دو مدار پايان
در عين توان  باشند. اين مدارات را دارا مي 4و  3و  2و تقسيم بر  8و  4كه به ترتيب توانايي تقسيم بر 

وسيعي را فراهم  فل شدني ق مصرفي پايين، سادگي ساختار و فراهم كردن خروجي متعامد، محدوده
پيشنهادي استفاده شده است.  فركانس ي دوم در ساختار سنتزكننده ي كننده كنند. از مدار تقسيم مي

بديل آن به و ت 3بر  كننده تقسيممدار  Tailديگري براي دريافت سيگنال از  ILROدر نهايت از مدار 
طراحي تمام اين  نس استفاده شده است.ي فركا سنتزكنندهبراي استفاده در ساختار  سيگنال متعامد

 صورت گرفته است. Cadence Spectre RF افزار نرمبه كمك  nm CMOS 90مدارها در تكنولوژي 
را در آفست  dBc/Hz 127.2-تا  dBc/Hz 109.1-ي نويز فاز  سازي اين ساختار محدوده نتايج شبيه
هاي باشد. مدار مي mW 26حدود دهد. همچنين توان مصرفي ساختار  نشان مي MHz 1فركانسي 
اند و نشان  روزترين ساختارها مقايسه شده با بهترين و به ي پيشنهادي و ساختار سنتزكننده ارائه شده

  داده شده است كه مدارات پيشنهادي از ضرايب شايستگي خوبي برخوردار هستند.
  

 ،Cكلاس  ساز ساننوكنترل شونده با ولتاژ،  ساز نوسانراديوي شناختگر، كلمات كليدي: 
Injection-Locking، 4بر  كننده تقسيم، 3بر  كننده تقسيم ،2بر  كننده تقسيم.  
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ABSTRACT 
 

Nowadays, there are limitations for assigning frequency bands to the new users. 
Because, a wide range of the frequency spectrum is occupied by the former users and 
only a small range is vacant. The cognitive radios are introduced to solve this problem. 
Using of the cognitive radio in a receiver means the ability of the receiver to find the 
unused part of the spectrum and use it in the absence of the primary users. The circuits 
which are designed for this purpose must cover the frequency range of 50 MHz-10 
GHz. One of the main parts of these radios is producing the frequency in this range. 
Clearly, using one oscillator can not prepare this wide frequency range. Therefore, 
designing a frequency synthesizer is one of the most important cognitive radio circuit 
requirements. This thesis presents a single LC-tank quadrature local oscillator (LO) that 
covers the frequency range of 1.75-10 GHz for cognitive radio applications. To 
accomplish such purpose, a frequency extension circuit is proposed. A class-C LC-VCO 
is utilized to provide 7-10.5 GHz as the main core of the structure. Subsequently, a 2-
stage injection locked ring oscillator (ILRO) creates quadrature signal from the 
differential LC-VCO’s output. Two new injection locked frequency dividers (ILFD) are 
proposed and used for division ratios of 4 and 8 and division ratios of 2, 3 and 4, 
respectively. These circuits which are designed based on two stage ring oscillators, 
present low power consumption, simple structure and quadrature output, while 
providing wide locking range. The second ILFD is utilized in the proposed frequency 
synthesizer. By injecting the tail signals of the divider-by-3 circuit to another ILRO, we 
achieve a divided-by-1.5 quadrature signal. The proposed circuit is designed in a 90 nm 
CMOS technology by using Cadence Spectre RF Simulator. Simulation results show 
that it exhibits a phase noise of -109.1 to -127.2 dBc/Hz at 1 MHz offset across the 
entire 1.75-10 GHz band while consuming around 26 mW. 

 
Keywords: Class-C, Cognitive radio, Divide-by-2, Divide-by-3, Divide-by-4, 

Injection-Locking, ILFD, ILRO, VCO.  
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